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【57】申請專利範圍
1.　一種基板處理方法，藉由將包括下述(a)、(b)、(c)的周期執行 2次以上之既定次數，在基
板上形成包含既定元素的氧化膜：

(a)藉由對基板供給包含既定元素及鹵元素的第 1原料，進而在上述基板上形成由上述鹵
元素封端之包含上述既定元素之第 1層的步驟；
(b)藉由對形成有上述第 1層的上述基板供給在 1分子中包含上述既定元素、及與上述既
定元素鍵結之唯一之胺基的第 2原料，進而在上述基板上形成包含上述既定元素之第 2
層的步驟；及

(c)藉由對形成有上述第 2層的上述基板供給氧化劑，進而將上述第 2層氧化的步驟。
2.　如請求項 1之基板處理方法，其中，上述氧化膜形成於設在上述基板之表面之凹狀構造
的內表面。

3.　如請求項 1之基板處理方法，其中，(b)係在藉由對未形成上述第 1層之上述基板供給上
述第 2原料，而使上述第 2原料所含之上述既定元素吸附在上述基板上的處理條件下執
行。

4.　如請求項 3之基板處理方法，其中，上述處理條件至少包含溫度條件及壓力條件中之至
少任一者。

5.　如請求項 1之基板處理方法，其中，(b)中向上述基板供給之上述第 2原料的分壓大於在
(a)中向上述基板供給之上述第 1原料的分壓。

6.　如請求項 5之基板處理方法，其中，使(b)中之上述基板所存在之空間內的壓力大於(a)中
之上述基板所存在之空間內的壓力。

7.　如請求項 1之基板處理方法，其中，上述第 1原料為在 1分子中包含上述既定元素彼此
之鍵結的氣體。

8.　如請求項 7之基板處理方法，其中，在(a)中，在氣相中之上述既定元素彼此之鍵結之切
斷發生的處理條件下，對上述基板供給上述第 1原料。

9.　如請求項 7之基板處理方法，其中，上述第 1原料為在 1分子中不含氫的氣體。

- 3804 -



10.   如請求項 1之基板處理方法，其中，構成上述第 2原料之上述既定元素的化學鍵中，與
上述唯一之胺基鍵結的化學鍵以外的化學鍵係與氫鍵結。

11.   如請求項 1之基板處理方法，其中，上述氧化劑為不含氫的含氧氣體。
12.   如請求項 1之基板處理方法，其中，在(c)中，將上述氧化劑以非電漿狀態向上述基板供

給。

13.   如請求項 1之基板處理方法，其中，在(b)中，藉由使上述胺基從上述第 2原料之分子脫
離而成為具有未連接鍵的既定元素，吸附於未形成上述第 1層之上述基板表面的吸附位
置，而可在上述基板上形成上述第 2層。

14.   如請求項 2之基板處理方法，其中，在(a)中，依照使在上述凹狀構造之開口側面之上端
形成之上述第 1層的密度，大於在開口底面形成之上述第 1層的密度的方式，形成上述
第 1層。

15.   如請求項 1之基板處理方法，其中，第 m次之上述周期中執行之(a)中的上述第 1原料的
供給時間、分壓、及處理壓力中之至少任一者與第 m+1次之上述周期中執行之(a)中的相
應條件相異。

16.   如請求項 1之基板處理方法，其中，進一步具有將不含(a)而包含(b)及(c)的第 2周期執行
第 2次數的步驟。

17.   如請求項 1之基板處理方法，其中，在上述周期內，在每一個上述周期中將(b)及(c)執行
複數次。

18.   一種半導體裝置之製造方法，其藉由將包括下述(a)、(b)、(c)的周期執行 2次以上之既定
次數，在基板上形成包含既定元素的氧化膜：

(a)藉由對基板供給包含既定元素及鹵元素的第 1原料，進而在上述基板上形成由上述鹵
元素封端之包含上述既定元素之第 1層的步驟；
(b)藉由對形成有上述第 1層的上述基板供給在 1分子中包含上述既定元素、及與上述既
定元素鍵結之唯一之胺基的第 2原料，進而在上述基板上形成包含上述既定元素之第 2
層的步驟；及

(c)藉由對形成有上述第 2層的上述基板供給氧化劑，進而將上述第 2層氧化的步驟。
19.   一種藉由電腦使基板處理裝置執行後述程序的程式，上述程序包含：

(a)藉由對基板供給包含既定元素及鹵元素的第 1原料，進而在上述基板上形成由上述鹵
元素封端之包含上述既定元素之第 1層的程序；
(b)藉由對形成有上述第 1層的上述基板供給在 1分子中包含上述既定元素、及與上述既
定元素鍵結之唯一之胺基的第 2原料，進而在上述基板上形成包含上述既定元素之第 2
層的程序；

(c)藉由對形成有上述第 2層的上述基板供給氧化劑，進而將上述第 2層氧化的程序；及
藉由將包括上述(a)、(b)、(c)的周期執行 2次以上之既定次數，在上述基板上形成包含既
定元素之氧化膜之程序。

20.   一種基板處理裝置，其具備：
第 1原料供給系統，其對基板供給包含既定元素及鹵元素的第 1原料；
第 2原料供給系統，其對上述基板供給在 1分子中包含上述既定元素、及與上述既定元
素鍵結之唯一之胺基的第 2原料；
氧化劑供給系統，其對上述基板供給氧化劑；及

控制部，其構成為可對上述第 1原料供給系統、上述第 2原料供給系統、及上述氧化劑
供給系統進行控制，藉由將包括下述(a)、(b)、(c)的周期執行 2次以上之既定次數，在上
述基板上形成包含上述既定元素的氧化膜的處理：

(2)
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(a)藉由對上述基板供給上述第 1原料，進而在上述基板上形成由上述鹵元素封端之包含
上述既定元素之第 1層的處理；
(b)藉由對形成有上述第 1層的上述基板供給上述第 2原料，進而在上述基板上形成包含
上述既定元素之第 2層的處理；及
(c)藉由對形成有上述第 2層的上述基板供給上述氧化劑，進而將上述第 2層氧化的處
理。

21.   如請求項 1之基板處理方法，其中，於(a)中，使上述第 1原料吸附於形成在上述基板最
表面的吸附位置；

於(b)中，使上述第 2原料吸附於未藉由上述鹵元素封端之上述吸附位置；且
於(c)中，將上述第 2層改質為於最表面形成上述吸附位置之氧化層。

圖式簡單說明

圖 1係本發明一態樣中適合使用之基板處理裝置之縱型處理爐的概略構成圖，以縱剖面
圖顯示處理爐 202部分的圖。
圖 2係本發明一態樣中適合使用之基板處理裝置之縱型處理爐的概略構成圖，以圖 1之 A-A
線剖面圖顯示處理爐 202部分的圖。
圖 3係本發明一態樣中適合使用之基板處理裝置之控制器 121的概略構成圖，以區塊圖顯示
控制器 121之控制系統的圖。
圖 4係表示本發明一態樣中之基板處理時序的圖。
圖 5(a)係表示對晶圓供給之第 1原料於晶圓之凹狀構造內之吸附位置的圖。圖 5(b)係表示第 1
原料之供給開始後，對晶圓供給之第 2原料於晶圓之凹狀構造內之吸附位置的圖。圖 5(c)係
表示藉由將包括第 1原料供給步驟、第 2原料供給步驟及氧化步驟之周期執行既定次數，而
於晶圓之凹狀構造內形成之氧化膜的圖。

圖 6係表示於晶圓之凹狀構造內形成之氧化膜之一例的圖。
圖 7係表示於晶圓之凹狀構造內形成之氧化膜之另一例的圖。

(3)
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